BAR I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan - teknologi tentang .
nuklir dan atom dewasa ini berkembang cukup
pesat. Aplikasi teknologi nuklir antaranya adalah
aplikasi radiasi (a, ﬁ+ , 3 / elektron, ¥ dan
ion) menjangkay berbagai bidang antara lain
bidang kedokterén, hidang peternakan, bidéhg
pertanian, bidang perindustrian dan bidang
energi. Pemanfaatan teknologi nuklir terutama
pemanfaatan berkas ion untuk meningkatkan
kualitas produksi industri.

Pemanfaatan radiasi ion dilakukan dengan
menggunakan beberapa alat antaranya adalah
akselerator partikel, spektrometer massa, pemisah
isotop, implantor ion generator netron,
irradiator elektron dan pada peralatan bidang
industri.

Aplikasi berkas ion mempunyai prospek yang
sangat baik karena memiliki beberapa kelebinan
vyaitu dapat digunakan untuk analisa dan
modifikasi, untuk simulasi radiasi dan berkas ian
menggunakan sistem wvakum vyang dapat digunakan

untuk suhu rendah dan tinggi, berkas 1l1on yang




dihasilkan murni serta kemampuan pengontrolan
yang lebih baik.

Implantor ion adalah salah satu alat vyang
memakai berkas ion. Alat ini berfungsi untuk
.memasukkan atom asing ke dalam bahan dengan cara
-menembakkan ion ke - pErmukasannvya. - Teknik
Implantasi ion sangat menunjang industri
semikonduktor. Dengan teknik implantasi ion dapat
dilakukan pengontrolan dosis kedalaman dopan yang
akurat, sehingga dapat diperoleh profil dopan
yang lebih ferkendali. Dengan. teknik implanfasi
ion dapat dibuat beberapa komponen antara lain
Dioda Zener tegangan rendah, Dioda Avalanche,
Dioda Schottky, Detektor nuklir, MOS
Hiperfrekuensi, MOS Tahanan tinggi.

Perhitungan tahamn lapis dari lapisan
semikonduktor silikon vyang diimplantasi dengan
dopan semikonduktor Boromn, Phospor, Arsenik dll
sudah dilakukan oleh Smith dan Stephen, tetapi
dalam perhitungan tersebut dianggap distribusi

ion adalah Gaussian yang dihitung dari -, sampal

+., padahal kenyataannya yang diukur dalam
eksperimen profil konsentrasinya tidak hanya
mengikuti distribusi Gauss, terdapat beberapa

distribusi seperti:
- BGauss

- Gabungan setengah Gauss



- Pearson IV
— Edgeworth
Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan

tahanan lapis distribusi-distribusi diatas.

Tujuan -

Tujuan darl penelitian "Perhitungan
Tahanan Lapis dari Lapisan Semikonduktor Silikon
Hasil Implantasi Ion" adalah :

- Membuat program simulasi untuk menghitung
tahanan lapis' dari lapisan' semikonduk tor
Silikon hasil implantasi ion untuk distribusi
dopan Gauss, Gabungan setengah Gauss, Pearson,

dan Edgeworth dengan bahasa BASIC.

Batasan Masalah

Program ini digunakan untuk menghitung Rs
dari lapisan semikonduktor Silikon hasil implantasi
ion dengan impurity Phospor, Boron, dan Arsen.
Dimana distribusi tersebut mempunyai kemiringan =1,
konstanta K=1 dan kurtosis ﬁ=3+5/3r2 serta (3 1lebih

kecil 10.
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Sistematika Penulisan

Skripsi ini dengan Fudul "Pembuatan
Program Perhitungan Tahanan Laplis Dari Lapisan
Semikonduktor Silikon Hasil Implantasi Ion", terdiri
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